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Основу современной наноэлектроники составляют структуры, состоящие из чередующихся полупроводниковых слоев с различными электрофизическими свойствами и толщиной порядка нескольких нанометров. Создание подобных структур стало возможным благодаря развитию техники молекулярно-лучевой и газовой эпитаксии из металлоорганических соединений, которая позволила получать различные по составу слои с очень резкими границами, а переходные слои составляют не более одного или двух моноатомных слоев. 
Цель работы - исследование влияния неоднородности электрофизических свойств по координате на транспорт и полевую эмиссию электронов в квантово-размерных некристаллических 2D углеродных гетероструктурах, полученных с использованием микроволнового плазмохимического осаждения в парах этанола низкого давления.

Исследованы ВАХ поперечных токов и полевая эмиссия гетероструктур в зависимости от толщины обедненного алмазографитового промежуточного слоя с работой выхода электронов 4,6 эВ и верхнего графит-графенового слоя с работой выхода 4,8 эВ, одинакового по электрофизическим свойствам с основанием гетероструктры толщиной 200 нм (рис.1 и 2). 
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Рис. 1. ВАХ трехслойных структур при толщине верхнего слоя 200 нм и различных толщинах обедненного слоя, нм: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 15; 4 – 20; 5 – 0
Рис.2. Зависимости максимальных полевых токов от толщин верхнего обогащенного слоя при толщине обедненного слоя 10 нм
Можно видеть, что при толщинах обедненного слоя 5 и 10 нм на ВАХ поперечных токов при малых напряжениях наблюдаются очень низкие токи, обусловленные высоким, по сравнению со средней кинетической энергией электронов, нулевым уровнем квантоворазмерного потенциального барьера. Его снижение при увеличении напряжения приводит к резкому увеличению тока через гетероструктуру.
Установлено оптимальное сочетание размеров потенциальных барьеров и квантовых ям углеродных туннельно-тонких покрытий различного структурно фазового состава, обеспечивающих при комнатной температуре повышение поперечных токов и плотностей полевых токов более чем в пять раз, по сравнению с однослойными обогащенными покрытиями.
